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Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 145.25 тис. грн.

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

"Розробка 2-х координатного пристрою визначення кутових координат Сонця на наноструктурованих плівках кремнію 
для космічних апаратів"

Назва роботи (англ)

"Development of the 2-coordinate device for the Sun angular coordinates determination based on the nanostructured silicon 
films for the spacecraft application"

Реферат (укр)

Розроблені конструкції щілинних 2-х координатних пристроїв визначення кутових координат Сонця на 
монокристалічному кремнії та на наноструктурованих плівках кремнію. Розрахунки конструктивних параметрів сенсорів 
проведені із врахуванням лінеаризації вихідної характеристики на основі факторів зміни падаючої потужності при 
зростанні кутів падіння світлового променю та залежності зміщення світлової плями від кута падіння. Розроблені 
технології виготовлення радіаційно стійких пристроїв на монокристалічному кремнії та на наноструктурованих плівках 
кремнію з повним комплектом технологічної документації. Розроблена технологія синтезу кремнієвих нанокристалічних 
тонкоплівкових шарів для пристроїв визначення кутових координат Сонця, легованих рідкісноземельними елементами, 
які сформовані методом іонно-променевого випаровування. Створені методики досліджень параметрів пристроїв 
визначення кутових координат Сонця, у т.ч. їх фотоелектричних параметрів і кутових характеристик, радіаційної стійкості 
та температурної стабільності. Комплексність підходу до досліджень та розробки технології виготовлення радіаційно 
стійких ПККС, дозволила укомплектувати виготовленими приладами систему орієнтації другого університетського 
наносупутника "PolyITAN-2-SAU", який успішно функціонує на навколоземній орбіті з 18 квітня 2017 року.

Реферат (англ)

The design of the 2-axis Sun angular coordinates determination device based on the monocrystalline silicon and on the 
nanostructured silicon films have been developed. Calculations of the design parameters of the sensors are given taking into 
account the linearization of the output characteristic based on the factors of the incident power loss with the incidence light 
angle increasing and the incidence angle dependence of the light spot displacement. Technologies for manufacturing radiation-
resistant devices on monocrystalline silicon and nanostructured silicon films with a complete set of technological 
documentation have been developed. A technology for the synthesis of silicon nanocrystalline thin-film layers for Sun angular 
coordinates determination devices, doped with rare-earth elements, formed by ion-beam sputtering has been developed. 
Methods for studying the parameters of Sun angular coordinates determination device, incl. their photoelectric parameters and 
angular characteristics, radiation resistance and temperature stability. The complexity of the approach to research and 
development of the radiation-resistant Sun sensors manufacturing technology allowed to equip the onboard orientation system 
of the second university nanosatellite "PolyITAN-2-SAU" with manufactured devices that had been successfully operating in the 
near-earth orbit since April 18, 2017.

Індекс УДК: 621.387, 621.383.4: 629.7.05

Коди тематичних рубрик НТІ: 47.29.31

6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1

Назва продукції (укр): Розробка 2-х координатного пристрою визначення кутових координат сонця на 
наноструктурованих плівках кремнію для космічних апаратів

Назва продукції (англ): Development of the 2-axis Sun angular coordinates determination device based on the nanostructured 
silicon films for spacecrafts



Очікувані результати: 

Галузь застосування: 26.51

Опис продукції (укр): Розроблені конструкції щілинних 2-х координатних пристроїв визначення кутових координат 
Сонця на монокристалічному кремнії та на наноструктурованих плівках кремнію. Розрахунки конструктивних параметрів 
сенсорів проведені із врахуванням лінеаризації вихідної характеристики на основі факторів зміни падаючої потужності 
при зростанні кутів падіння світлового променю та залежності зміщення світлової плями від кута падіння. Розроблені 
технології виготовлення радіаційно стійких пристроїв на монокристалічному кремнії та на наноструктурованих плівках 
кремнію з повним комплектом технологічної документації. Розроблена технологія синтезу кремнієвих нанокристалічних 
тонкоплівкових шарів для пристроїв визначення кутових координат Сонця, легованих рідкісноземельними елементами, 
які сформовані методом іонно-променевого випаровування. Створені методики досліджень параметрів пристроїв 
визначення кутових координат Сонця, у т.ч. їх фотоелектричних параметрів і кутових характеристик, радіаційної стійкості 
та температурної ст

Соціально-економічна спрямованість НТП: 

Стадія завершеності НТП: Експериментальний (макетний зразок)

Впровадження НТП: Впроваджено

Строки впровадження: 2017

Виробник продукції: НТУУ КПІ

Споживачі продукції: Наукові установи України

Перспективні ринки: Україна

Права інтелектуальної власності: За договорами

Форми та умови передачі продукції: Спільне виробництво
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8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 321

Мова звіту: Українська

Кількість файлів у звіті: 43
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